高誘電率絶縁膜を用いたSiC-MOSの開発
SiCパワーデバイス用のゲート絶縁膜材料として高誘電率絶縁膜を用いたMOSデバイスの研究を実施している。絶縁膜としてバンドギャップが大きな窒化アルミナ（AlON）とSiO2との積層構造を提案し、試作したSiC-MOSの評価を行っている。関連HP　             開発担当者：渡部平司
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左図：SiC-MOSキャパシタのC-V特性。Al2O3膜への窒素添加(AlON)により膜中固定電荷の低減に成功。右図：MOSキャパシタのI-V特性。高誘電率絶縁膜を用いることで絶縁耐圧の改善とリーク電流の低減を実現。






